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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面（１１）上に底面電極と称される多層電極（３）を支持する有機発光素子（
１０、１０’）用の基板（１）であって、電極が、連続的に、
　金属酸化物及び／又は金属窒化物を主成分とする密着層（３１）と称される層と、
　固有の導電率特性及び３から２０ｎｍの厚みを有する、銀を主成分とする金属機能層（
３２）と、
　薄いブロッキング層（３２’）と、
　仕事関数調整層を形成する金属酸化物を主成分とする誘電材料（３４）から形成された
被覆層を含むフィルム（３３、３４）とを備え、
　薄いブロッキング層（３２’）は、機能層（３２）真上にあり、
　薄いブロッキング層が、
　Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、及び、Ｗからなるグループから選択された任意に部分的に酸化された少なくと
も１つの金属を主成分とする、５ｎｍ以下の厚みを有する薄い金属ブロッキング層、及び
　半化学量論的金属酸化物、半化学量論的金属酸窒化物、又は、半化学量論的金属窒化物
を主成分とする１０ｎｍ以下の厚みを有する層であって、前記金属がＴｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、及び、Ｗの
ううちの少なくとも１つから選択された層の少なくとも一方を含むことを特徴とする、基
板（１）。
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【請求項２】
　薄いブロッキング層（３２’）の前記金属が、ニオブ、タンタル、チタン、クロム、若
しくは、ニッケルから選択され、又は、薄いブロッキング層（３２’）が前記金属のうち
の少なくとも２つから得られる合金の層であることを特徴とする、請求項１に記載の基板
（１）。
【請求項３】
　被覆層（３４）が、
　任意に、Ｓｂドープ酸化スズ又はＡｌ、Ｇａでドープされた酸化亜鉛、任意に混合酸化
物、特に、混合酸化インジウムスズ、混合酸化インジウム亜鉛、若しくは、混合亜鉛スズ
等の酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズから選択される表面上の混合及び／又はドープ
された及び／又は半化学量論的導電性酸化物、及び／又は、
　酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、
酸化タンタル、酸化シリコン、酸化銀、酸化金、酸化白金、酸化パラジウムから選択され
る半化学量論的酸化物、任意に、好ましくは１０ｎｍ以下の厚みを有するドープ又は混合
された半化学量論的酸化物被覆層
　の金属酸化物のうちの少なくとも１つを主成分としていることを特徴とする、請求項１
又は２に記載の基板（１）。
【請求項４】
　フィルム（３３、３４）が、薄いブロッキング層（３２’）と被覆層（３４）との間に
、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニ
ウム、酸化タンタル、酸化シリコンの金属酸化物のうちの少なくとも１つを主成分とする
水及び／又は酸素障壁層（３３）を含み、この層が、任意に、Ｓｂドープ酸化スズ、又は
、Ａｌ若しくはＧａでドープされた酸化亜鉛等のようにドープされており、及び／又は、
任意に、混合酸化物、特に、混合酸化インジウムスズ、混合酸化インジウム亜鉛、若しく
は、混合酸化亜鉛スズであることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の
基板（１）。
【請求項５】
　フィルム（３３、３４）が、２０ｎｍ以上の厚みを有し、好ましくは金属酸化物を主成
分としていることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項６】
　密着層（３１）、及び、水及び／又は酸素障壁層（３３）が、同一の性質からなり、特
に任意にＡｌドープ酸化亜鉛を主成分としており、好ましくは被覆層（３４）が混合酸化
インジウムスズであることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の基板（
１）。
【請求項７】
　電極（３）が、７０％以上の光透過率ＴＬと、６ｎｍ以上の厚みの機能層について１０
Ω／□以下、好ましくは１０ｎｍ以上の厚みの機能層について５Ω／□以下のシート抵抗
とを有し、又は、７０％以上の光反射率ＲＬを有し、又は、２０ｎｍ以上の厚みの機能層
について３Ω／□以下、好ましくは１．８Ω／□以下のシート抵抗を有し、好ましくは、
０．１から０．７のＴＬ／ＲＬ比と組み合わせられることを特徴とする、請求項１から６
のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項８】
　銀を主成分とする機能層（３２）が、Ａｕ、Ｐｄ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｉ
ｎ、Ｓｉ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｃｏ、又は、Ｓｎで合金化又はドープ
されていることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項９】
　銀を主成分とする機能層（３２）の厚みが、５ｎｍから１５ｎｍであることを特徴とす
る、請求項１から８のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項１０】
　密着層（３１）が、任意にＦ若しくはＳｂでドープされた酸化物スズ等のようにドープ
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された、酸化クロム、酸化インジウム、任意に半化学量論的な酸化亜鉛、酸化アルミニウ
ム、酸化チタン、酸化モリブデン、酸化ジルコニウム、酸化アンチモン、酸化スズ、酸化
タンタル、酸化シリコン、又は、ドープされた酸化亜鉛、任意に混合酸化物、特に、混合
酸化インジウムスズ、混合酸化インジウム亜鉛、若しくは、混合酸化亜鉛スズの金属酸化
物のうちの少なくとも１つを主成分としており、好ましくは、３ｎｍから３０ｎｍの厚み
を有することを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項１１】
　密着層（３１）が、酸化亜鉛を主成分としており、インジウムを含まないことを特徴と
する、請求項１から１０のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項１２】
　電極が、密着層及び金属機能層と直接的に接触し、且つ、１０ｎｍ以下の厚みを有する
半化学量論的な金属酸化物、窒化物、又は、酸窒化物を主成分とする下側層と称される薄
いブロッキング層、及び／又は、５ｎｍ以下の厚みを有する金属層を含むことを特徴とす
る、請求項１から１１のいずれか一項に記載の基板（１）。
【請求項１３】
　第１の主面（１１）が、電極（３）の下方に、アルカリ金属に対する障壁を形成するこ
とが可能なベース層（２）を含み、ベース層（２）が、任意に、好ましくは１０ｎｍから
１５０ｎｍの厚みを有し、酸化シリコン若しくは酸炭化シリコンを主成分とする、又は、
窒化シリコン、酸窒化シリコン、若しくは、酸炭窒化シリコンを主成分とする層から選択
されるドープされた層であることを特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載
の基板（１）。
【請求項１４】
　第１の主面（１１）が、ベース層と密着層との間に特に酸化スズを主成分とするウェッ
トエッチング停止層を含み、又は、エッチング停止層（２）が、ベース層の一部である若
しくはベース層を形成しており、好ましくは窒化シリコンを主成分としている、又は、ス
ズを有する酸化シリコン若しくは酸炭化シリコンを主成分としていることを特徴とする、
請求項１３に記載の基板（１）。
【請求項１５】
　ベース層及び好ましくは任意のウェットエッチング停止層（２）が、選択された平坦な
ガラス基板の第１の主面の略全部を被覆しており、密着層（３１）、薄い任意の下側ブロ
ッキング層、機能層（３２）、薄いブロッキング層（３２’）、及び、フィルム（３３）
が、同一のエッチングパターンで且つ好ましくは単一のウェットエッチング作業でエッチ
ングされていることを特徴とする、請求項１３又は１４に記載の基板（１）。
【請求項１６】
　密着層、任意に薄い下側ブロッキング層、機能層、薄いブロッキング層、及び、任意に
水及び／又は酸素障壁層からなる構造体が、任意のベース層及び／又はウェットエッチン
グ停止層上に、１以上の整数であるｎ回配置されており、構造体が、密着層、機能層、薄
いブロッキング層、任意に水及び／又は酸素障壁層を含む前記フィルム、及び、前記被覆
層を含む連続物を載置していることを特徴とする、請求項１から１５のいずれか一項に記
載の基板（１）。
【請求項１７】
　被覆層（３４）の境界が、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｒの金属、若しくは、ＭｏＣｒ等の合金のう
ちの１つの単層の形態で、又は、ＭｏＣｒ／Ａｌ／ＭｏＣｒ等の多層の形態で、好ましく
は０．５μｍから１０μｍの厚みを有する金属電流供給ストリップ（６１、６１’、６２
’）を載置していることを特徴とする、請求項１から１６のいずれか一項に記載の基板（
１）。
【請求項１８】
　基板が、平坦であり、ソーダ－石灰－シリコンガラス（１）、好ましくは透明又は特別
に透明なガラスから形成されていることを特徴とする、請求項１から１７のいずれか一項
に記載の基板（１）。
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【請求項１９】
　第２の主面（１２）が、反射防止多層、曇り防止若しくは汚れ防止層、紫外線フィルタ
、特に、酸化チタン層、蛍光体層、ミラー層、及び、光抽出散乱領域（７３）から選択さ
れる機能性フィルムを含むことを特徴とする、請求項１から１８のいずれか一項に記載の
基板（１）。
【請求項２０】
　好ましくは窒化シリコンを主成分とするエッチング停止層と、エッチング停止層上の底
面電極と称される電極とを主面に含む基板（１）、特にガラス基板上の多層電極（３）の
酸エッチングプロセスであって、前記電極が、
　酸化亜鉛、混合酸化スズ亜鉛、混合酸化インジウムスズ、又は、混合酸化インジウム亜
鉛から選択される、ドープされた又は非ドープの金属酸化物から形成された密着層と、
　任意に、５ｎｍ以下の厚みを有する金属層、又は、半化学量論的金属酸化物若しくは金
属酸窒化物若しくは金属窒化物を主成分とする１０ｎｍ以下の厚みを有する層を含む、機
能層の直下にある薄い下側ブロッキング層と、
　銀を主成分とする３から２０ｎｍの厚みを有する固有の導電率特性を有する、ドープさ
れた又は非ドープの金属機能層と、
　Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、及び、Ｗからなるグループから選択された任意に部分的に酸化された少なくと
も１つの金属を主成分とする、５ｎｍ以下の厚みを有する薄い金属ブロッキング層、及び
、半化学量論的金属酸化物若しくは金属酸窒化物若しくは金属窒化物を主成分とする１０
ｎｍ以下の厚みを有する層であって、前記金属がＴｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚ
ｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、及び、Ｗのううちの少なくとも
１つから選択された層の少なくとも一方を含む、金属機能層真上にある薄いブロッキング
層と、
　任意に、酸化亜鉛、混合酸化スズ亜鉛、又は、混合酸化インジウム亜鉛から選択される
、ドープされた又は非ドープの金属酸化物障壁層と、
　酸化インジウム、酸化亜鉛、及び、酸化スズから選択される混合導電性酸化物から任意
に形成された被覆層、及び／又は、酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化アルミニウム、
酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化シリコン、若しくは、酸化銀、酸化
金、酸化白金、若しくは、酸化パラジウムから選択される半化学量論的酸化物から形成さ
れた１０ｎｍ以下の厚みを有する被覆層とを含み、
　エッチングが、純硝酸ＨＮＯ３若しくは塩酸ＨＣｌが混合された硝酸、又は、純塩酸若
しくは塩化第二鉄ＦｅＣｌ３が混合された塩酸から選択される酸溶液を使用した１ステッ
プでの実施される、多層電極（３）の酸エッチングプロセス。
【請求項２１】
　エッチングが、好ましくは、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｒの金属、若しくは、ＭｏＣｒ等の合金の
うちの１つを主成分とする単層の形態、又は、ＭｏＣｒ／Ａｌ／ＭｏＣｒ等の多層形態で
ある少なくとも１つの金属電流供給ストリップの存在下で実施されることを特徴とする、
請求項１９に記載の多層電極（３）のエッチングプロセス。
【請求項２２】
　請求項１から１９のいずれか一項に記載の底面電極を有する少なくとも１つの基板、特
にガラス基板を備える有機発光素子（１０、１０’）であって、底面電極といわゆる上面
電極と称されるものとの間に配置された少なくとも１つの有機発光層を備える、有機発光
素子（１０、１０’）。
【請求項２３】
　素子が、単一グレージングユニット、二重グレージングユニット、又は、積層グレージ
ングユニットであることを特徴とする、請求項２２に記載の有機発光素子（１０、１０’
）。
【請求項２４】
　それぞれが白色光を発光する、又は、一連の３つのシステムにより、赤色光、緑色光、
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及び、青色光を発光し、直列に接続されている、複数の隣接する有機発光システムを備え
ることを特徴とする、請求項２２又は２３に記載の有機発光素子（１０、１０’）。
【請求項２５】
　１つ以上の反射及び／又は透明発光表面、特に、照明、装飾、若しくは、建築システム
、又は、例えば、図面、ロゴ若しくは英数字表示タイプの表示ディスプレイパネルを形成
し、システムが、均一光若しくは特にガラス基板内を案内された光を抽出することによっ
て異なる照明領域を作り出すことを特徴とする、請求項２２から２４のいずれか一項に記
載の有機発光素子（１０、１０’）。
【請求項２６】
　屋外照明グレージング、内部照明間仕切り、又は、照明グレージングドア（若しくはド
アの一部）、特に引き戸等の建造物用を対象としており、
　発光ルーフ、発光サイドウィンドウ（若しくはウィンドウの一部）、陸上、水上若しく
は空中車両の内部発光間仕切り等の運搬車両用を対象としており、
　バス待合所パネル、陳列カウンターの壁、宝石陳列台若しくは店舗窓、温室壁、又は、
照明タイル等の都市若しくは専門的な備品用を対象としており、
　棚若しくは飾り戸棚要素、飾り戸棚のファサード、照明タイル、天井、照明冷蔵庫棚、
水槽壁等の屋内設備用を対象としており、
　電子機器、特に、ディスプレイスクリーン、任意にテレビジョンスクリーン若しくはコ
ンピュータスクリーン等の二重スクリーン、タッチセンサー式スクリーンのバックライテ
ィング用を対象としており、
　特に、浴室壁若しくは台所調理台、又は、天井を照明する照明ミラーであることを特徴
とする、請求項２２から２５のいずれか一項に記載の有機発光素子（１０、１０’）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の主題は、有機発光素子用の多層電極、その酸エッチング、及び、それを組み込
んだ有機発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　知られている有機発光システム又はＯＬＥＤは、その側面に位置している２つの導電層
の形態で一般に電極によって電気が供給される有機発光材料又は有機発光材料の多層コー
ティングを備える。
【０００３】
　これらの導電層は、通常、酸化インジウムを主成分とする層を含み、一般に、スズドー
プされた酸化インジウムは、省略形ＩＴＯによってより知られている。ＩＴＯ層は、特に
綿密に研究されている。それらは、酸化物ターゲットを使用するか（非反応性スパッタリ
ング）、又は、インジウム及びスズを主成分とするターゲットを使用して（酸素タイプの
酸化剤の存在下での反応性スパッタリング）、マグネトロンスパッタリングによって容易
に蒸着され得、それらの厚みは、約１００から１５０ｎｍである。しかしながら、このＩ
ＴＯ層は、多数の欠点を有する。第１に、伝導率を改善するための材料及び高温（３５０
℃）蒸着プロセスは、さらなるコストを発生させる。シート抵抗は、層の厚みが１５０ｎ
ｍを超えて大きくならない限り、（１０Ω／□のオーダーの）比較的高いままであり、透
過性の低減及び表面粗さの増加をもたらすことになる。
【０００４】
　したがって、新たな電極構造体が開発されている。例えば、特開２００５－０３８６４
２号公報は、アクティブマトリクスを形成するために、赤色光、緑色光、及び、青色光を
それぞれ発生する平面発光有機発光システムを備えるＴＦＴ（薄膜トランジスタ）駆動の
発光フラットスクリーンを教示している。
【０００５】
　各有機発光素子は、
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－例えば、ＩＴＯから形成された密着層と、
－特に、少なくとも５０ｎｍの厚みを有する、銀若しくはアルミニウムを主成分とするか
、又は、銀含有アルミニウムから形成された（半）反射金属層と、
－例えば、ＩＴＯから形成された仕事関数調整被覆層と
を含む背面又は底面電極と称されるものが設けられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、その導電特性又はその光学的品質、及び、それを組み込んだ素子の性
能を犠牲にすることなく、さらに、製造の困難を発生させることなく、（特に安定性及び
／又は機械的及び熱的抵抗に関して）頑強な信頼性のある電極を形成するために、導電層
からなるアセンブリを得るのを可能とすることである。
【０００７】
　本発明の目的は、特に、その導電特性、その光学的品質、及び、ＯＬＥＤの光学的性能
を犠牲にすることなく、さらに、製造の困難を発生させることなく、信頼性のある頑強な
発光システムの底面電極を形成するために、導電層からなるアセンブリを得るのを可能と
することである。
【０００８】
　用語「底面電極」は、支持基板とＯＬＥＤシステムとの間に挿入された基板に最も近い
電極を指すように本発明の文脈の範囲内で理解されるべきである。
【０００９】
　さらに、この目的は、本発明に関する有機発光システムの知られている構成を変えるこ
となく、低コストで実現することである。
【００１０】
　これは、略透過性、半透過性（透過及び反射の双方）、又は、反射性の電極であって、
アクティブマトリクス及びパッシブマトリクスＯＬＥＤスクリーンを形成するＯＬＥＤ用
によく適しており、又は、（建築及び／又は装飾）照明用途若しくは指示用途、さらには
他の電子的用途に一般に使用される電極の開発を含む。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的のために、本発明の１つの主題は、第１の主面上に底面電極と称される多層電
極を支持する有機発光素子用の基板であって、電極が、連続的に、
－金属酸化物及び／又は金属窒化物タイプの誘電材料から形成された密着層と称される層
と、
－固有の導電率特性を有する金属機能層と、
－金属機能層真上にあり、５ｎｍ以下、好ましくは０．５ｎｍから２ｎｍの厚みを有する
金属層、及び／又は、半化学量論的金属酸化物、半化学量論的金属酸窒化物、又は、半化
学量論的金属窒化物を主成分とする１０ｎｍ以下、好ましくは０．５ｎｍから２ｎｍの厚
みを有する層を含む薄いブロッキング層と、
－仕事関数調整層を形成する金属酸化物を主成分とする誘電材料から形成された被覆層を
含むフィルムと
　を備える基板である。
【００１２】
　薄いブロッキング層は、
－例えば、機能層上にある酸化物層がスパッタリングによって蒸着される場合等、機能層
上にある層が反応性（酸素、窒素等）プラズマを使用して蒸着される場合、
－機能層上にある層の成分が工業的製造中に変動（蒸着条件やターゲットの摩耗タイプの
変動等）しやすい場合、特に化学量論的酸化物及び／又は窒化物タイプの層が変動し、し
たがって、機能層の品質及びこれにともなって電極の特性（表面抵抗、光透過率等）を変
える場合、
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－電極が蒸着後に熱処理される場合、
　の構成の１つ以上において、特に純物である及び／又は薄層としての機能性金属の損傷
を防止する保護層又はさらには「犠牲」層を形成している。
【００１３】
　この保護層又は犠牲層は、電極の電気的且つ光学的特性の再現性を著しく改善する。こ
れは、電極の特性における小さい分散のみが受け入れられる工業的アプローチのために、
非常に重要である。
【００１４】
　選択される薄い金属ブロッキング層は、好ましくは、Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃ
ｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、及び、Ｗのうちの少なく
とも１つの金属、又は、これらの材料のうちの少なくとも１つを主成分とする合金から選
択される材料からなることができる。
【００１５】
　ニオブＮｂ、タンタルＴａ、チタンＴｉ、クロムＣｒ、及び、ニッケルＮｉから選択さ
れる金属を主成分とする、又は、これらの金属のうちの少なくとも２つから形成される合
金、特に、ニオブ／タンタル（Ｎｂ／Ｔａ）合金、ニオブ／クロム（Ｎｂ／Ｃｒ）合金、
タンタル／クロム（Ｔａ／Ｃｒ）合金、若しくは、ニッケル／クロム（Ｎｉ／Ｃｒ）合金
を主成分とする薄いブロッキング層が、特に好ましい。少なくとも１つの金属を主成分と
するこのタイプの層は、特に強いゲッタリング効果を有する。
【００１６】
　薄い金属ブロッキング層は、機能層を損傷することなく容易に製造され得る。この金属
層は、好ましくは、希ガス（Ｈｅ、Ｎｅ、Ｘｅ、Ａｒ、Ｋｒ）からなる不活性雰囲気内で
（すなわち、酸素又は窒素が意図的に導入されないで）蒸着され得る。金属酸化物を主成
分とする層のその後の蒸着中に表面が酸化されることになるこの金属層についての問題は
除外されもせず問題を含みもしない。
【００１７】
　そのような薄い金属ブロッキング層はまた、優れた機械的性質（特に摩耗及び傷に対す
る耐性）を提供する。これは、熱処理されて酸素又は窒素の多量の拡散を被る多層コーテ
ィングについて特にそうである。
【００１８】
　しかしながら、金属ブロッキング層の使用に関して、十分な光透過率を保持するために
、金属層の厚み、したがって、光吸収を制限することが必要である。
【００１９】
　薄いブロッキング層は、部分的に酸化され得る。この層は、非金属形態で蒸着され、し
たがって、ＭＯｘタイプからなる化学量論的形態ではなく半化学量論的形態で蒸着される
。ここで、Ｍは材料を示し、ｘは、材料の酸化物からなる、又は、２つの材料Ｍ、Ｎ（若
しくは２つ以上）からなる酸化物についてのＭＮＯｘタイプからなる化学量論についての
ものよりも小さい数である。例えば、ＴｉＯｘ、ＮｉＣｒＯｘが挙げられる。
【００２０】
　好ましくは、ｘは、酸化物の通常の化学量論についての数の０．７５倍から０．９９倍
である。一酸化物に関して、ｘは、特に０．５から０．９８であるように選択され得、二
酸化物に関して、ｘは、１．５から１．９８であり得る。
【００２１】
　１つの特定の変形例において、薄いブロッキング層は、ｘが特に１．５≦ｘ≦１．９８
、又は、１．５＜ｘ＜１．７、又は、さらには１．７≦ｘ≦１．９５であり得るようなＴ
ｉＯｘを主成分としている。
【００２２】
　薄いブロッキング層は、部分的に窒化され得る。したがって、それは、ＭＮｙタイプか
らなる化学量論的形態ではなく半化学量論的形態で蒸着される。ここで、Ｍは材料を示し
、ｙは、材料の窒化物からなる化学量論についてのものよりも小さい数であり、好ましく
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は、窒化物の通常の化学量論についての数の０．７５倍から０．９９倍である。
【００２３】
　同様に、薄いブロッキング層はまた、部分的に酸窒化され得る。
【００２４】
　この薄い酸化及び／又は窒化されたブロッキング層は、機能層を損傷することなく容易
に製造され得る。それは、好ましくは、希ガス（Ｈｅ、Ｎｅ、Ｘｅ、Ａｒ、又は、Ｋｒ）
から好ましくはなる非酸化雰囲気内でセラミックターゲットを使用して蒸着される。
【００２５】
　薄いブロッキング層は、好ましくは、電極の電気的且つ光学的特性の再現性をさらに高
めるために、半化学量論的窒化物及び／又は酸化物から形成され得る。
【００２６】
　選択される薄い半化学量論的酸化物及び／又は窒化物ブロッキング層は、好ましくは、
Ｔｉ、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｎｂ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ
、Ｔａ、Ｗのうちの少なくとも１つから選択される金属、又は、これらの材料のうちの少
なくとも１つを主成分とする半化学量論的合金の酸化物を主成分としてもよい。
【００２７】
　特に好ましいのは、ニオブＮｂ、タンタルＴａ、チタンＴｉ、クロムＣｒ、若しくは、
ニッケルＮｉから選択される金属の酸化物若しくは酸窒化物を主成分とする、又は、これ
らの金属のうちの少なくとも２つから形成された合金、特に、ニオブ／タンタル（Ｎｂ／
Ｔａ）合金、ニオブ／クロム（Ｎｂ／Ｃｒ）合金、タンタル／クロム（Ｔａ／Ｃｒ）合金
、若しくは、ニッケル／クロム（Ｎｉ／Ｃｒ）合金を主成分とする層である。
【００２８】
　半化学量論的金属窒化物として、窒化ケイ素ＳｉＮｘ若しくは窒化アルミニウムＡｌＮ

ｘ、又は、クロム窒化物ＣｒＮｘ若しくは窒化チタンＴｉＮｘ、又は、ＮｉＣｒＮｘ等の
いくつかの金属の窒化物から形成された層を選択することもまた可能である。
【００２９】
　薄いブロッキング層は、特定の蒸着雰囲気を使用して、機能層と接触するブロッキング
層の一部が、機能層から最も離れたこの層の一部よりも酸化されない例えば、変動するｘ
ｉを有するＭ（Ｎ）Ｏｘｉ等の酸化勾配を有してもよい。
【００３０】
　薄いブロッキング層はまた、多層であってもよく、特に、
－一方に、上述したもののような非化学量論的金属酸化物、窒化物、又は、酸窒化物を主
成分とする材料から形成された、上記機能層と直接接触する「界面」層と、
－他方に、上述したもののような金属材料から形成され且つ上記「界面」層と直接接触し
ている少なくとも１つの層と、を含む。
【００３１】
　界面層は、任意の隣接した金属層に存在する単一金属若しくは複数金属の酸化物、窒化
物、又は、酸窒化物であり得る。
【００３２】
　本発明に係る電極は、特に金属機能層若しくはさらに他の層の厚み、及び／又は蒸着条
件を変動させることによって、適宜調整可能な導電率、及び／又は透過率又は反射率特性
を有するのと同様の有機発光システムに特に適合した表面特性を有する。
【００３３】
　ＯＬＥＤ素子の所定の有機構造体に関して、本発明の電極は、ｌｍ／ＷでのＯＬＥＤの
効率が、ＩＴＯ電極と比較して、５００ｃｄ／ｍ２を上回る輝度について少なくとも５％
から１０％まで改善されるのを可能とする。
【００３４】
　本発明に係る電極は、例えば、０．０２ｍ２以上、又は、さらに０．５ｍ２若しくは１
ｍ２の面積等の大面積を有することができる。
【００３５】
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　好ましくは、フィルムは、酸素及び／又は水障壁を形成し、且つ、より吸収性及び／又
は絶縁性がある窒化物層よりもむしろ、単一金属酸化物又はドープされた若しくは非ドー
プの混合金属酸化物の単層又は多層であるように、２０ｎｍ以上の厚みを有することがで
きる。
【００３６】
　好ましくは、１０－６Ｓ／ｃｍを超える又は１０－４Ｓ／ｃｍさえも超える導電率を有
する被覆層が選択され、被覆層は、容易に及び／又は迅速に製造され、透明で安価である
。
【００３７】
　被覆層は、好ましくは、以下の透明導電性の金属酸化物のうちの少なくとも１つを主成
分とすることができる：
－酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、及び、それらの混合物、特には一般に非化学量
論的であって非晶相である混合酸化スズ亜鉛ＳｎｘＺｎｙＯｚ、又は、混合酸化インジウ
ムスズ（ＩＴＯ）若しくは混合酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）。
【００３８】
　このタイプの金属酸化物は、一般に、０．５％から５％でドープされ得、特に、蒸着プ
ロセスのより良好な安定性のために、及び／又は、導電率をさらに高めるために、Ｓドー
プ酸化スズ、又は、Ａｌドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、Ｇａドープ酸化亜鉛（ＧＺＯ）、若
しくは、Ｂ、Ｓｃ、Ｓｂドープ酸化亜鉛である。
【００３９】
　これらの透明導電性の金属酸化物は、仕事関数を高めるために、表面で超化学量論的で
あってもよい。
【００４０】
　フィルムは、酸素及び／又は水障壁を同時に形成するために、例えば、２０ｎｍから１
５０ｎｍ等、１５ｎｍ以上の厚みを有する、この被覆層のみからなることができる。
【００４１】
　この被覆層が最終層であるのが好ましいことから、安定であって製造についての既存の
技術及びＯＬＥＤ有機構造体の最適化を保持するのをさらに可能とするＩＴＯから形成さ
れた被覆層を有するのが特に最も好ましい。
【００４２】
　経済的な理由のために、ＩＴＯ被覆層が選択される場合、これに関しては、３０ｎｍ以
下、特に３ｎｍから２０ｎｍの厚みを有し、且つ、例えば、３０ｎｍから１５０ｎｍ等、
１５ｎｍ又は３０ｎｍ以上の結合した総厚のために、さらなる酸素障壁層を下方に追加す
るのが好ましい。
【００４３】
　代わりに、又は、それに加えて、被覆層は、以下の半化学量論的金属酸化物、すなわち
、酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、
酸化タンタル、酸化シリコン、酸化銀、酸化金、酸化白金、又は、酸化パラジウムのうち
の少なくとも１つを主成分としてもよく、好ましくは、例えば、１ｎｍから５ｎｍ等、１
０ｎｍ以下の厚みを有してもよい。
【００４４】
　これらの金属酸化物は、十分に導電性であるために半化学量論的であり、且つ、十分に
透明であるために薄いように選択される。
【００４５】
　被覆層は、真空蒸着技術、特に、大気温度での蒸発又はマグネトロンスパッタリングに
よって蒸着され得る。
【００４６】
　さらにより好ましくは、密着層と同じエッチング液を用いて好ましくはエッチングされ
得る被覆層が選択される。
【００４７】
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　本発明の１つの設計において、機能層が腐食するのを防止するために、電極は、ブロッ
キング層と被覆層との間に、最も特には、ＩＴＯ（又は、ＩＺＯ－ＩＴＯ、又は、ＩＺＯ
）被覆層又は上述したＮｉＯｘタイプの材料から形成されたもの等、被覆層が薄い（厚み
が２０ｎｍ以下）場合に、金属酸化物を主成分とする酸素及び／又は水障壁層を含むこと
ができる。
【００４８】
　障壁層は、好ましくは、被覆層の材料とは異なる以下の金属酸化物、すなわち、酸化亜
鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸
化タンタル、及び、酸化シリコンのうちの少なくとも１つを主成分としてもよい。
【００４９】
　金属酸化物は、一般に、２％から５％でドープされ得、特に、より良好な安定性のため
に、Ｓドープ酸化スズ、又は、Ａｌドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、又は、導電率を高めるた
めに、Ｇａドープ酸化亜鉛（ＧＺＯ）、あるいは、Ｂ、Ｓｃ、Ｓｂドープ酸化亜鉛ＺｎＯ
ｘである。
【００５０】
　障壁層は、特に一般に非化学量論的であって非晶相である混合酸化スズ亜鉛ＳｎｘＺｎ

ｙＯｚ等の混合酸化物を主成分としてもよく、又は、混合酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）
若しくは混合酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）を主成分としてもよい。
【００５１】
　障壁層は、単層又は多層とすることができる。この障壁層は、好ましくは、３ｎｍから
１５０ｎｍ、さらにより好ましくは、５ｎｍから１００ｎｍの厚み（総厚）を有する。
【００５２】
　当然のことながら、保護にささげられるこの層の追加は、単に最適表面特性を有するよ
うに、特にＯＬＥＤの場合には仕事関数に適合するように選択される被覆層の選択につい
て、より大きな選択自由度を与える。
【００５３】
　好ましくは、容易に及び／又は迅速に製造される透明障壁層、特に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、
ＳｎｘＺｎｙＯｚ、又は、ＺｎＯｘを主成分とするドープされた又は非ドープの層が選択
される。
【００５４】
　エッチングされ得る障壁層を選択することはさらにより好ましく、密着層のものと同じ
エッチング液を用いてエッチングされるものが好ましい。
【００５５】
　障壁層は、真空蒸着技術、特に、大気温度での蒸発又は好ましくはマグネトロンスパッ
タリングによって蒸着され得る。
【００５６】
　本発明の好ましい実施形態において、密着層及び障壁層は、特に、純物、ドープされた
又はさらには合金化された酸化亜鉛から形成されて同一の性質からなり、好ましくは、被
覆層は、最も外側の層としてＩＴＯを含む。
【００５７】
　薄いブロッキング層の性質にしたがって、薄いブロッキング層上にある層（障壁層又は
被覆層）の酸化状態及び／又は製造条件を適応させるのが好ましい。
【００５８】
　したがって、薄いブロッキング層が金属層である場合には、超化学量論的な上方にある
層を選択すること、及び／又は、その吸収を低減するために金属層を酸化させるように高
い反応性のプラズマを使用することが可能である。
【００５９】
　逆に、薄いブロッキング層が半化学量論的金属窒化物及び／又は金属酸化物を主成分と
している場合には、純金属酸化物層又はドープされた金属酸化物Ｍ（Ｎ）Ｏｘ’が蒸着さ
れる。ここで、ｘ’は、薄いブロッキング層の過酸化を制限するために１未満であり、こ
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のより厚い上方にある層の極端に高い吸収を回避するために僅かに１未満である。特に、
ｘ’が１未満、好ましくは０．８８から０．９８、特に０．９０から０．９５である酸化
亜鉛ＺｎＯｘ’を主成分とする層が好ましい。
【００６０】
　有利には、本発明に係る電極は、以下の特性の１つ以上を有することができる。すなわ
ち、
－シート抵抗が、６ｎｍ以上の厚みの機能層について１０Ω／□以下、好ましくは１０ｎ
ｍ以上の厚みの機能層について５Ω／□以下であり、好ましくは７０％以上、さらにより
好ましくは、８０％を超える光透過率ＴＬと組み合わされ、これによって特に満足な透明
電極としての使用をなす。
－シート抵抗が、５０ｎｍ以上の厚みの機能層について１Ω／□以下、好ましくは０．６
Ω／□以下であり、好ましくは７０％以上、さらにより好ましくは、８０％を超える光反
射率ＲＬと組み合わされ、これによって特に満足な反射電極としての使用をなす。
－シート抵抗が、２０ｎｍ以上の厚みの機能層について３Ω／□以下、好ましくは１．８
Ω／□以下であり、好ましくは０．１から０．７のＴＬ／ＲＬ比と組み合わされ、これに
よって特に満足な半透明電極としての使用をなす。
－特にＯＬＥＤの耐用年数及び信頼性を大幅に低減するスパイク欠陥を回避するように、
被覆層の表面が、３ｎｍ以下、好ましくは２ｎｍ以下、さらにより好ましくは、１．５ｎ
ｍ以下のＲＭＳ粗さ（Ｒｑとも称される）を有することができる。
【００６１】
　ＲＭＳ粗さは、二乗平均粗さを意味する。これは、粗さのＲＭＳ偏差の尺度である。し
たがって、このＲＭＳ粗さは、特に平均高さに対する粗さの山と谷の高さを平均化して定
量化する。したがって、２ｎｍのＲＭＳ粗さは、２倍のピーク振幅を意味する。
【００６２】
　それは、例えば、原子間力顕微鏡検査によって、（例えば、商品名ＤＥＫＴＡＫのもと
でＶＥＥＣＯ社によって販売された計測器を使用した）機械的スタイラスシステムによっ
て、及び、光干渉法によって等、様々な方法で測定され得る。測定は、一般に、原子間力
顕微鏡検査によって１平方ミクロンの領域にわたって、そして、機械的スタイラスシステ
ムによって約５０ミクロンから２ミリメートルのより大きい領域にわたって実施される。
【００６３】
　機能層は、銀Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、若しくは、Ａｌから選択される純粋な材料を主成分と
しているか、又は、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｉ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｎ
ｉ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ｃｏ、Ｓｎ、及び、Ｐｄを用いて合金化若しくはドープされた上記材料
を主成分としている。例えば、Ｐｄドープされた銀又は金／銅合金若しくは銀／金合金が
挙げられる。
【００６４】
　機能層は、真空蒸着技術、特に、大気温度での蒸発又は好ましくはマグネトロンスパッ
タリングによって蒸着され得る。
【００６５】
　高い導電率が特に求められる場合には、純粋な材料を選択するのが好ましい可能性があ
る。顕著な機械的特性が特に求められる場合には、ドープされた又は合金化された材料を
選択するのが好ましい可能性がある。
【００６６】
　好ましくは、銀を主成分とする層が、その導電率及びその透過率のために選択される。
【００６７】
　選択される銀を主成分とする機能層の厚みは、３ｎｍから２０ｎｍとすることができ、
好ましくは、５ｎｍから１５ｎｍとすることができる。この厚み範囲において、電極は、
透明なままである。
【００６８】
　しかしながら、特に有機発光システムが反射動作する場合に、大幅により厚い層を有す
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ることは除外されない。選択される銀を主成分とする機能層の厚みは、５０ｎｍから１５
０ｎｍとすることができ、好ましくは、８０ｎｍから１００ｎｍとすることができる。
【００６９】
　選択される銀を主成分とする機能層の厚みは、主に透過動作から主に反射動作へと切り
替えるために、さらにまた、２０ｎｍから５０ｎｍとすることができる。
【００７０】
　密着層は、好ましくは、以下の化学量論的又は非化学量論的金属酸化物、すなわち、酸
化クロム、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化モリブデン
、酸化ジルコニウム、酸化アンチモン、酸化タンタル、酸化シリコン、又は、さらに酸化
スズのうちの少なくとも１つを主成分とすることができる。
【００７１】
　一般に、金属酸化物は、０．５％から５％でドープされ得る。特に、それは、Ａｌドー
プ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、Ｇａドープ酸化亜鉛（ＧＺＯ）、又は、蒸着プロセスのより良好
な安定性のために、さらにＢドープ、Ｓｃドープ、若しくは、Ｓｂドープ酸化亜鉛、又は
、Ｆドープ若しくはＳドープ酸化スズであり得る。
【００７２】
　密着層は、混合酸化物、特に、一般に非晶相としての非化学量論的混合酸化スズ亜鉛Ｓ
ｎｘＺｎｙＯｚ、又は、混合酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）若しくは混合酸化インジウム
亜鉛（ＩＺＯ）を主成分としてもよい。
【００７３】
　密着層は、単層又は多層とすることができる。この層は、好ましくは、３ｎｍから３０
ｎｍ、さらにより好ましくは、５ｎｍから２０ｎｍの厚み（総厚）を有する。
【００７４】
　好ましくは、有毒でない層、容易に及び／又は迅速に製造されて必要に応じて任意に透
明である層、特に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＳｎｘＺｎｙＯｚ、又は、ＺｎＯｘを主成分とする
ドープされた又は非ドープの層が選択される。
【００７５】
　金属機能層のヘテロエピキタシーを促進するために、優先成長方位における結晶性質の
層を選択するのがさらにより好ましい。この層は、最も特にＲＩＥ（反応性イオンエッチ
ング）によって、又は、さらにより好ましくは、（容易に製造段階に組み込まれ得、大気
圧で実施され得る）ウェットエッチングによってエッチング可能とされる。好ましくは、
被覆層に関しては同じエッチング液（酸性溶液、Ａｒ、ＣＦ４、ＳＦ６、及び、Ｏ２タイ
プの反応性プラズマ等）が使用される。
【００７６】
　したがって、好ましくはｘが１未満、さらにより好ましくは０．８８から０．９８、特
に０．９０から０．９５である酸化亜鉛ＺｎＯｘの層が好ましい。この層は、既に示され
たように、純物であってもよく、又は、Ａｌ若しくはＧａでドープされてもよい。
【００７７】
　本出願人は、特に機能層が比較的多孔質である場合には、（選択される濃度及びエッチ
ング液に応じて）例えば、３０ｎｍから７０ｎｍの厚みを有する等、機能層が比較的厚い
場合であっても、１ステップでの電極のウェットエッチングが可能であることを見出した
。蒸着パラメータを変更することにより、この機能層の所定の多孔性を得ることは可能で
ある。したがって、比較的高圧を選択することが可能である。プロセスの温度やプロセス
中に使用されるガスの混合物等の他のパラメータもまた、変動可能である。
【００７８】
　本発明の文脈の範囲内で、材料が溶液内で溶解し又は溶液によって十分に腐食する場合
、上記材料はエッチング液によってエッチング可能であり、少なくとも、僅かな機械的作
用（特に低圧噴流を用いたリンス）が材料を除去するのに十分であるように、上記材料の
付着が十分に弱められる。
【００７９】



(13) JP 5261397 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　密着層は、様々な技術によって蒸着され得る。例えば、それは、特に気相において熱分
解技術によって蒸着され得る（技術は、多くの場合、化学気相成長を表す省略形ＣＶＤに
よって表示される）。
【００８０】
　導電層は、真空蒸着技術、特に、大気温度での蒸発又は好ましくはマグネトロンスパッ
タリングによって蒸着され得る。スパッタリングは、（酸化雰囲気内で金属若しくは半酸
化ターゲットを使用した）反応性スパッタリング、又は、（不活性雰囲気内でセラミック
ターゲットを使用した）非反応性スパッタリングであってもよい。
【００８１】
　特に密着層が金属酸化物を主成分としている場合には、例えば、ブロッキング層につい
ての上述した材料を主成分とする、５ｎｍ以下、好ましくは０．５ｎｍから２ｎｍの厚み
を有する金属、及び／又は、１０ｎｍ以下、好ましくは０．５ｎｍから２ｎｍの厚みを有
する金属酸化物、酸窒化物、若しくは、窒化物を主成分とする下側ブロッキング層と称さ
れる薄いブロッキング層を密着層と機能層との間に挿入することが可能である。
【００８２】
　この薄い下側ブロッキング層（単層であろうと多層であろうと）は、蒸着後に実施され
る任意の熱処理中に、結合、核形成、及び／又は、保護層としての機能を果たす。
【００８３】
　本発明に係る電極は、さらにまた、特に密着層が酸化物を主成分としている場合に、ア
ルカリ金属障壁を形成することができるベース層に付随してもよい。
【００８４】
　ベース層は、本発明に係る電極に多くの効果を与える。第１に、ベース層は、電極の下
方のアルカリ金属に対する障壁であり得る。それは、（汚れが層間剥離等の機械的欠陥を
もたらすことがある）いかなる汚れからも密着層を保護する。それはまた、金属機能層の
導電率を保持する。それはまた、実際にＯＬＥＤの耐用年数を大幅に短縮するアルカリ金
属によってＯＬＥＤ素子の有機構造体が汚染されるのを防止する。
【００８５】
　アルカリ金属の移動が素子の製造中に生じることがあり、信頼性の欠如を生じさせ、及
び／又は、その後に耐用年数を短縮する。
【００８６】
　ベース層は、アセンブリの粗さをかなり増加させることなく密着層の結合特性を改善す
る。
【００８７】
　当然ながら、本発明は、特に、透明又は特別に透明なソーダ－石灰－シリカガラス等、
支持基板がアルカリ金属を放出しやすい場合に、最も特に有利である。
【００８８】
　さらに、この特定の多層コーティング構造体のために、さらにまた、信頼性のある電極
が得られ、大幅な生産性上昇が実現されるのを可能とする。
【００８９】
　ベース層は、様々な技術を使用して蒸着するために頑強で容易で迅速である。例えば、
それは、特に気相において熱分解技術によって蒸着され得る（この技術は、多くの場合、
化学気相成長を表す省略形ＣＶＤによって表示される）。蒸着パラメータの適切な調整は
、非常に密度の高い層が改善された障壁について得られるのを可能とすることから、この
技術は、本発明の場合に有益である。
【００９０】
　ベース層は、真空蒸着技術、特に、大気温度での蒸発又はマグネトロンスパッタリング
によって蒸着され得る。
【００９１】
　ベース層は、その真空蒸着をより安定にするために、任意にアルミニウムでドープされ
てもよい。



(14) JP 5261397 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

【００９２】
　ベース層（単層であろうと多層であろうと、そして任意にドープされていようとなかろ
うと）は、１０ｎｍから１５０ｎｍ、さらにより好ましくは２０ｎｍから１００ｎｍの厚
みを有することができる。
【００９３】
　ベース層は、好ましくは、以下のとおりであり得る。すなわち、
－酸化シリコン又は酸炭化シリコンを主成分とし、この層が一般式ＳｉＯＣを有する、又
は、
－窒化シリコン、酸窒化シリコン、又は、酸炭窒化シリコンを主成分とし、この層が一般
式ＳｉＮＯＣ、特にＳｉＮ、さらに特にＳｉ３Ｎ４を有する。
【００９４】
　電極は、好ましくは、ベース層と密着層との間に、特に酸化スズを主成分とし、特に１
０ｎｍから１００ｎｍ、さらにより好ましくは２０ｎｍから６０ｎｍの厚みを有するウェ
ットエッチング停止層を含むことができる。最も特に、簡便化のために、ウェットエッチ
ング停止層は、ベース層の一部又はベース層であってもよく、好ましくは、窒化シリコン
を主成分としてもよく、又は、反ウェットエッチング特性によって強化するためにスズを
有する酸化シリコン若しくは酸炭化シリコンを主成分とする層（一般式ＳｎＳｉＯＣＮの
層）であってもよい。
【００９５】
　ウェットエッチング停止層は、化学的エッチング又は反応性プラズマエッチングの場合
に基板を保護する機能を果たす。
【００９６】
　エッチング停止（ドライ又はウェット）のために、ベース層は、エッチングされた又は
パターン化された領域にさえも存在するままである。したがって、エッチングされた領域
内の基板と隣接する電極部分（又はさらには有機構造体）との間のエッジ効果により、ア
ルカリ金属の移動は停止され得る。
【００９７】
　ドープされた又は非ドープの窒化シリコンＳｉ３Ｎ４から（基本的に）形成されたベー
ス／エッチング停止層が最も特に好ましい。窒化シリコンは、非常に迅速に蒸着され、ア
ルカリ金属に対する優れた障壁を形成する。さらにまた、支持基板に対するその高い光イ
ンデックスのために、電極の光学的特性が、好ましくはこのベース層の厚みを変化させる
ことによって適応させられ得る。したがって、例えば、電極が透明である場合には透過の
色、又は、支持基板の対向面がミラーである場合には反射の色を調整することが可能であ
る。
【００９８】
　有利には、ベース層及び好ましくは任意のウェットエッチング停止層は、平坦なガラス
基板の主面のおおよそ全て（又は殆ど全て）を被覆してもよい。
【００９９】
　そして、さらにより好ましくは、密着層、任意の下側ブロッキング層、機能層、薄いブ
ロッキング層、及び、フィルムは、全く同一のエッチングパターンで、且つ、好ましくは
単一のウェットエッチング作業によって構築される。これは、本出願において後に詳細に
説明される。
【０１００】
　エッチング停止層は、それがある場合には好ましくは無傷であるが、例えば、その当初
の厚みの１割にわたって僅かにエッチングされてもよい。好ましくは、エッチング停止層
がない場合には、同じことがベース層に適用される。
【０１０１】
　電極は、より容易に電気的に接触するために、有機構造体又は表面上の他の要素よりも
広くてもよい。
【０１０２】
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　さらにまた、被覆層の境界は、好ましくは０．５μｍから１０μｍの厚みを有し且つＭ
ｏ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｎｄ、又は、ＭｏＣｒ、ＡｌＮｄ等の金属の合金、又は、ＭｏＣｒ／Ａ
ｌ／ＭｏＣｒ等の多層金属のうちの１つから形成された単層金属の形態である電流供給ス
トリップ（これは、連続的であっても不連続であってもよく、コレクタ又は電流分配器の
一部を形成する）を載置してもよい。
【０１０３】
　このストリップは、エッチング段階中に設計され得る。
【０１０４】
　電気供給手段はまた、エッチング作業後に追加されてもよく、例えば、導電性エナメル
から形成されてもよく、銀を主成分としてもよく、スクリーン印刷されてもよい。
【０１０５】
　本発明の好ましい実施形態において、以下の構成の１つ以上が任意にさらにまた採用さ
れ得る。すなわち、
－電極におけるＩＴＯ又はさらにはインジウムの総厚が、３０ｎｍ以下であり、又は、さ
らには２０ｎｍ未満であってもよい。
－（ベース層を有する）総厚が、３０ｎｍから２５０ｎｍである。
【０１０６】
　本発明は、単一の「機能」層のみを有する多層コーティングのみならず、複数の機能層
、特に２つ又は３つのフィルムと交互に２つの機能層を含む多層コーティングにも適用す
る。
【０１０７】
　複数の機能層を有する多層コーティングの場合には、少なくとも１つ及び好ましくはそ
れぞれの機能層には、本発明に係る「オーバーブロッカー（ｏｖｅｒｂｌｏｃｋｅｒ）」
層と称されるブロッキング層（又は、「アンダーブロッカー（ｕｎｄｅｒｂｌｏｃｋｅｒ
）」層と称されるブロッキング層）が設けられている。
【０１０８】
　したがって、電極は、任意のベース層及び／又はウェットエッチング停止層が、１より
も大きい整数であるｎ回載置された以下の構造体、すなわち、密着層、任意に薄い下側ブ
ロッキング層、機能層、薄いブロッキング層、及び、任意に水及び／又は酸素障壁層を含
み、構造体は、密着層、機能層、薄いブロッキング層、任意に水及び／又は酸素障壁層、
及び、上記被覆層を含む連続物を載置している。
【０１０９】
　平坦な基板は、（特に基板を介した放射のために）透明であってもよい。平坦な基板は
、リジッドであっても、フレキシブルであっても、セミフレキシブルであってもよい。
【０１１０】
　その主面は、矩形であっても、正方形であっても、さらには他の任意の形状（円形、楕
円形、多角形等）であってもよい。この基板は、例えば、０．０２ｍ２、さらには０．５
ｍ２又は１ｍ２よりも大きい面積を有し且つ（構造領域から離れて）略全面積を占めてい
る下側電極を有する大きいサイズからなってもよい。
【０１１１】
　平坦な基板は、好ましくはガラス、特にソーダ－石灰－シリカガラスから形成されてい
る。有利には、基板は、ＯＬＥＤ放射の波長において、２．５ｍ－１未満、好ましくは０
．７ｍ－１未満の吸収係数を有するガラスであってもよい。
【０１１２】
　例えば、０．０５％未満のＦｅ（ＩＩＩ）又はＦｅ２Ｏ３を有するソーダ－石灰－シリ
カガラス、特に、Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ　Ｇｌａｓｓ社からのガラスＤＩＡＭＡＮＴ
、Ｐｉｌｋｉｎｇｔｏｎ社からのガラスＯＰＴＩＷＨＩＴＥ、又は、Ｓｃｈｏｔｔ社から
のガラスＢ２７０が選択される。国際公開第０４／０２５３３４号パンフレットに記載さ
れている全ての特別に透明なガラス組成物が選択され得る。
【０１１３】
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　透明基板の厚みを介したＯＬＥＤシステムの放射のために選択される構成において、発
光された放射の一部は、基板内に案内される。
【０１１４】
　さらに、本発明の有利な設計において、選択されるガラス基板の厚みは、例えば、少な
くとも１ｍｍ、好ましくは少なくとも５ｍｍとすることができる。これは、内部反射の数
が低減されるのを可能とし、したがって、ガラス内に案内される放射のより多くが抽出さ
れるのを可能とし、これにより、発光領域の輝度を高める。
【０１１５】
　パネルの端部はまた、案内された放射の再利用の最適化のために、反射してもよく、好
ましくはミラーを有する。そして、端部は、より広い抽出領域にわたって放射の方向を変
えるために、ＯＬＥＤシステムにかかわる主面を用いて、外角を４５°以上、好ましくは
８０°以上であるが９０°未満とする。したがって、パネルは、傾けられ得る。
【０１１６】
　特開２００５－０３８６４２号公報において、電極が電気的に分離されるために、底面
電極は、様々な酸をともなういくつかのエッチング工程において様々なエッチング速度で
構築される。したがって、まず、仕事関数調整層、その後に金属層、最後に密着層がエッ
チングされる。
【０１１７】
　本発明の１つの目的は、その導電特性及びその光学品質も、それを組み込んだ素子の性
能も犠牲にすることなく、特にウェットエッチング中に製造の困難も発生させることなく
、（特に熱的且つ機械的安定性及び／又は抵抗に関して）頑強な信頼性のある電極を形成
するために、導電層のアセンブリを得ることができることである。
【０１１８】
　したがって、本発明は、酸エッチング停止層、好ましくは窒化シリコンを主成分とする
ものを含む、基板（特にガラス基板）上の多層電極の酸エッチングについてのプロセスで
あって、電極が、
－酸化亜鉛、混合酸化スズ亜鉛、混合酸化インジウムスズ、又は、混合酸化インジウム亜
鉛（ＺｎＯｘ、ＺｎＯｘ、ＳｎｘＺｎｙＯｚ、ＩＴＯ、又は、ＩＺＯ）から選択される、
ドープされた又は非ドープの金属酸化物から形成された密着層と、
－任意に、５ｎｍ以下の厚みを有する金属層、及び／又は、半化学量論的金属酸化物若し
くは金属酸窒化物若しくは金属窒化物を主成分とする１０ｎｍ以下の厚みを有する層を含
む、機能層の直下の薄い下側ブロッキング層と、
－銀及び／又は金から選択される、７０ｎｍ以下の厚みを有して固有の導電率特性を有す
るドープされた又は非ドープの金属機能層と、
－５ｎｍ以下の厚みを有する金属層、及び／又は、半化学量論的金属酸化物若しくは金属
酸窒化物若しくは金属窒化物を主成分とする１０ｎｍ以下の厚みを有する層を含む、機能
層の直上の薄いブロッキング層と、
－任意に、酸化亜鉛、混合酸化スズ亜鉛、混合酸化インジウムスズ、又は、混合酸化イン
ジウム亜鉛から選択される、ドープされた又は非ドープの金属酸化物障壁層と、
－酸化インジウム、酸化亜鉛、及び、酸化スズから選択される任意に混合導電性のある酸
化物から形成された被覆層、及び／又は、酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化アルミニ
ウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化シリコン、若しくは、酸化銀
、酸化金、酸化白金、若しくは、酸化パラジウムから選択される半化学量論的酸化物から
形成された１０ｎｍ以下の厚みを有する被覆層とを含み、
　純硝酸ＨＮＯ３若しくは塩酸ＨＣｌが混合された硝酸、又は、純塩酸若しくは塩化第二
鉄ＦｅＣｌ３（別名塩化鉄（ＩＩＩ）として知られている）が混合された塩酸から選択さ
れる酸溶液を使用した１ステップでのエッチングが実施される、プロセスを提供する。
【０１１９】
　当然ながら、エッチング停止層は、既に上述したベース層であってもよい。
【０１２０】
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　したがって、エッチングパターンは、幅及び間隔が用途に応じて変化するようにエッチ
ングされ得る。
【０１２１】
　エッチングは、好ましくは以下の金属、すなわち、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｎｄ、若しくは
、ＭｏＣｒ、ＡｌＮｄ等の合金のうちの１つを主成分とする単層の形態、又は、ＭｏＣｒ
／Ａｌ／ＭｏＣｒ等の多層形態である少なくとも１つの金属電流供給ストリップの存在下
で実施され得る。
【０１２２】
　本発明はまた、上述したような底面電極と上面電極と称されるものとの間に配置された
少なくとも１つの有機発光層が設けられた、少なくとも１つの支持基板、特にガラス基板
を備える有機発光素子に関する。
【０１２３】
　ＯＬＥＤ素子は、単色光、特に青色光及び／又は緑色光及び／又は赤色光を作り出すこ
とができ、又は、白色光を作り出すように適応させられ得る。
【０１２４】
　白色光を作り出すために、以下のいくつかの方法が可能である。すなわち、単層におけ
る化合物（赤色、緑色、青色放射）の混合、３つの有機構造体（赤色、緑色、青色放射）
又は２つの有機構造体（黄色及び青色）の電極面上の積層体、電極面上に１色の１つの有
機構造体があり且つ他面上に適切な蛍光体層があるような一連の３つの隣接する有機構造
体（赤色、緑色、青色放射）。
【０１２５】
　ＯＬＥＤ素子は、それぞれが白色光を発光する、又は、一連の３つのシステムにより、
赤色光、緑色光、及び、青色光を発光し、例えば、直列に接続されている、複数の隣接す
る有機発光システムを備えることができる。
【０１２６】
　素子は、複数のグレージングユニット、特に真空グレージングユニット又は空気層若し
くは他のガスの層を有するものの一部を形成してもよい。素子はまた、より小型及び／又
はより軽量とするように、モノリシック構造であってモノリシックグレージングユニット
を備えてもよい。
【０１２７】
　ＯＬＥＤシステムは、積層中間層、特に特別に透明な中間層を使用して、好ましくはガ
ラス等の透明なカバーと称される他の平坦な基板に結合され得る、又は、好ましくは積層
され得る。
【０１２８】
　積層グレージングユニットは、通常、熱可塑性ポリマシート又はそのようなシートの重
ね合わせが間に配置された２つのリジッド基板から構成される。本発明はまた、特にガラ
スタイプのリジッド支持基板と、カバー基板としての１つ以上の保護ポリマシートとを使
用した「非対称」積層グレージングユニットと称されるものを含む。
【０１２９】
　本発明はまた、エラストマタイプの片面又は両面粘着性ポリマを主成分とする少なくと
も１つの中間層シートを有する積層グレージングユニットを含む（すなわち、一般的な用
語の意味における積層作業を必要としないもの、すなわち熱可塑性の中間層シートを軟化
してそれを粘着するために、一般に加圧下での加熱を必要とする積層）。
【０１３０】
　この構成において、カバーを支持基板に固定する手段は、その結果、積層中間層、特に
、例えば、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、若しくは、エチレ
ン／酢酸ビニル（ＥＶＡ）等の熱可塑性シート、又は、熱硬化性の単一成分若しくは複数
成分樹脂（エポキシ、ＰＵ）、又は、紫外線硬化性の単一成分若しくは複数成分樹脂（エ
ポキシ、アクリル樹脂）であり得る。好ましくは、シートは、カバー及び基板と（略）同
一寸法を有する。
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【０１３１】
　積層中間層は、特に、例えば、０．５ｍ２を超える面積を有する大きな素子について、
カバーが屈曲するのを防止することができる。
【０１３２】
　特に、ＥＶＡは、以下の多くの効果を示す：
－容積に殆ど水を含まない、
－それを処理するために必ずしも高圧を必要としない。
【０１３３】
　熱可塑性の積層中間層は、実装がより容易であって且つより経済的であり、おそらくよ
り不浸透性であることから、注型樹脂から形成されたカバーにとって好ましい。
【０１３４】
　中間層は、任意に、上面電極に面する内面と称されるものの内部に配置された導電性ワ
イヤのアレイ、及び／又は、カバーの内面上の導電層若しくは導電性ストリップを含む。
【０１３５】
　ＯＬＥＤシステムは、好ましくは、ガス、特に希ガス（例えば、アルゴン）の層を有す
る二重グレージングユニットの内部に配置され得る。
【０１３６】
　上面電極は、有利には金属酸化物、特に以下の材料から選択される導電層とすることが
できる：
－ドープされた酸化亜鉛、特にアルミニウムでドープされた酸化亜鉛ＺｎＯ：Ａｌ又はガ
リウムでドープされた酸化亜鉛ＺｎＯ：Ｇａ、
－あるいは、ドープされた酸化インジウム、特にスズでドープされた酸化インジウム（Ｉ
ＴＯ）又は亜鉛でドープされた酸化インジウム（ＩＺＯ）。
【０１３７】
　さらに一般的にいえば、例えば、２０ｎｍから１０００ｎｍの厚みを有するＴＣＯ（透
明導電性酸化物）層等、任意のタイプの透明導電層を使用することが可能である。
【０１３８】
　例えば、所望の光透過率／反射率に応じて、一般に５ｎｍから１５０ｎｍの厚みを有す
るＡｇ、Ａｌ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｉｎ、Ｍｏ、Ａｕから形成されたＴＣＣ（透明
導電性コーティング）と称される薄い金属層を使用することもまた可能である。
【０１３９】
　電極は、必ずしも連続的ではない。上面電極は、複数の導体ストリップ又は導体ワイヤ
（メッシュ）を含んでもよい。
【０１４０】
　さらにまた、本発明に係る電極を支持する基板から対向する面上又は追加の基板上の所
定の機能性を有するフィルムを追加することが有利である。これは、（親水層を使用した
）曇り防止層、汚染防止層（アナターゼ形態において少なくとも部分的に結晶化したＴｉ
Ｏ２を含む光触媒コーティング）、あるいは、例えば、Ｓｉ３Ｎ４／ＳｉＯ２／Ｓｉ３Ｎ

４／ＳｉＯ２タイプからなる反射防止多層コーティング、あるいは、例えば、酸化チタン
（ＴｉＯ２）層等のＵＶフィルタとすることができる。それはまた、１つ以上の蛍光体層
、ミラー層、又は、少なくとも１つの散乱光抽出領域であってもよい。
【０１４１】
　本発明はまた、これらのＯＬＥＤ素子が置かれ得る様々な用途にも関し、上記素子は、
透過型及び／又は反射型（ミラー機能）である１つ以上の発光表面を形成し、屋外及び屋
内の双方の用途のために配置される。
【０１４２】
　代わりに、又は、組み合わされて、素子は、照明、装飾、建築等のシステム、又は、例
えば、図面、ロゴ若しくは英数字表示タイプ、特に非常口パネル等の表示ディスプレイパ
ネルを形成することができる。
【０１４３】
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　ＯＬＥＤ素子は、特に均質照明のために均一光を作り出すように、又は、同じ強度若し
くは異なる強度の様々な発光領域を作り出すように配置され得る。
【０１４４】
　逆にいえば、異なる照明が求められてもよい。有機発光システム（ＯＬＥＤ）は、直接
光領域を作り出し、他の発光領域は、ガラスから形成されているように選択された基板の
厚みにおける全反射によって案内されたＯＬＥＤ放射の抽出によって得られる。
【０１４５】
　この他の発光領域を形成するために、抽出領域が、ＯＬＥＤシステムに隣接して又は基
板から反対側にあってもよい。単一の抽出領域又は複数の抽出領域は、特に、建築照明の
ために、あるいは、発光パネルを表示するために、例えば、直接光領域によって与えられ
る照明を増やす機能を果たすことができる。単一の抽出領域又は複数の抽出領域は、好ま
しくは、特に均一な１つ以上の光帯の形態であり、これらは、好ましくは面のうちの１つ
の周囲に配置される。これらの帯は、例えば、高い発光フレームを形成することができる
。
【０１４６】
　抽出は、抽出領域に配置される以下の手段、すなわち、好ましくは無機粒子を主成分と
し且つ好ましくは無機バインダを有する拡散層、拡散するように形成された基板、特にざ
らつきのある又は粗い基板のうちの少なくとも１つによって実現される。
【０１４７】
　２つの主面は、それぞれ直接光領域を有してもよい。
【０１４８】
　ＯＬＥＤシステムの電極及び有機構造体が透明であるように選択された場合、特に照明
窓が製造され得る。そして、部屋の照明の改善は、光透過率を損なうほどではない。特に
照明窓の外側における光反射を制限することによっても、例えば、建造物の壁について輝
き防止基準を有効に満たすように、反射レベルを制御することも可能である。
【０１４９】
　より広く、素子、特に部分的に又は全体的に透明素子は、
－屋外照明グレージング、内部照明間仕切り、又は、照明グレージングドア（若しくはド
アの一部）、特に引き戸等の建造物用を対象としてもよく、
－発光ルーフ、発光サイドウィンドウ（若しくはウィンドウの一部）、陸上、水上若しく
は空中車両（自動車、トラック、電車、飛行機、ボート等）の内部発光間仕切り等の運搬
車両用を対象としてもよく、
－バス待合所パネル、陳列カウンターの壁、宝石陳列台若しくは店舗窓、温室壁、又は、
照明タイル等の都市若しくは専門的な備品用を対象としてもよく、
－棚若しくは飾り戸棚要素、飾り戸棚のファサード、照明タイル、天井、照明冷蔵庫棚、
水槽壁等の屋内設備用を対象としてもよく、
－電子機器、特に、ディスプレイスクリーン、任意にテレビジョンスクリーン若しくはコ
ンピュータスクリーン等の二重スクリーン、タッチセンサー式スクリーンのバックライテ
ィング用を対象としてもよい。
【０１５０】
　例えば、異なる大きさを有する両画面用のバックライティングを想定することは可能で
あり、小さいスクリーンは、好ましくは光を集光するためにフレネルレンズを付随する。
【０１５１】
　照明ミラーを形成するために、電極のうちの１つは、反射型であってもよく、又は、直
接光領域の片面のみに優先的に照明することが求められる場合には、ミラーは、ＯＬＥＤ
システムに対向する面に配置されてもよい。
【０１５２】
　それはまた、ミラーであってもよい。照明パネルは、浴室壁若しくは台所調理台を照明
する機能を果たしてもよく、又は、天井であってもよい。
【０１５３】
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　ＯＬＥＤは、一般に、使用される有機材料に応じて２つの広い分類に分けられる。
【０１５４】
　発光層が小さい分子から形成される場合には、素子は、ＳＭ－ＯＬＥＤ（Ｓｍａｌｌ－
Ｍｏｌｅｃｕｌｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ）と
称される。薄層の有機発光材料は、例えば、複合ＡｌＱ３（トリス（８－ヒドロキシキノ
リン）アルミニウム）、ＤＰＶＢｉ（４，４’－（ジフェニルビニレン）ビフェニル）、
ＤＭＱＡ（ジメチルキナクリドン）、又は、ＤＣＭ（４－（ジシアノメチレン）－２－メ
チル－６－（４－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピラン）等の蒸発分子から構成され
る。発光層はまた、例えば、ｆａｃ－トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（Ｉｒ
（ｐｐｙ）３）でドープされた４，４’，４’’－トリ（Ｎ－カルバゾリル）トリフェニ
ルアミン（ＴＣＴＡ）の層であってもよい。
【０１５５】
　一般に、ＳＭ－ＯＬＥＤの構造体は、ＨＩＬ（正孔注入層）、ＨＴＬ（正孔輸送層）、
発光層、及び、ＥＴＬ（電子輸送層）の積層体からなる。
【０１５６】
　正孔注入層の例は、銅フタロシアニン（ＣｕＰＣ）であり、正孔輸送層は、例えば、Ｎ
，Ｎ’－ビス（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ビス（フェニル）ベンジジン（α－
ＮＰＢ）とすることができる。
【０１５７】
　電子輸送層は、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（ＡｌＱ３）又はバソ
－フェナントロリン（ＢＰｈｅｎ）から構成され得る。
【０１５８】
　上面電極は、Ｍｇ／Ａｌ又はＬｉＦ／Ａｌ層とすることができる。
【０１５９】
　有機発光積層体の例は、例えば、米国特許第６，６４５，６４５号明細書に記載されて
いる。
【０１６０】
　有機発光層がポリマである場合には、素子は、ＰＬＥＤ（ポリマ発光ダイオード）と称
される。
【０１６１】
　薄層の有機発光材料は、例えば、ポリ（パラ－フェニルエンビニレン）を表すＰＰＶ、
ＰＰＰ（ポリ（パラ－フェニレン））、ＤＯ－ＰＰＰ（ポリ（２－デシルオキシ－１，４
－フェニレン））、ＭＥＨ－ＰＰＶ（ポリ［２－（２’－エチルヘキシルオキシ）－５－
メトキシ－１，４－フェニレンビニレン］）、ＣＮ－ＰＰＶ（ポリ［２，５－ビス（ヘキ
シルオキシ）－１，４－フェニレン－（１－シアノビニレン）］）、又は、ＰＤＡＦ（ポ
リジアルキルフルオレン）等のＣＥＳポリマ（ＰＬＥＤ）からなり、ポリマ層はまた、例
えば、ＰＥＤＴ／ＰＳＳ（ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポリ（４－ス
チレンスルホン酸塩））から構成された正孔注入を促進する層（ＨＩＬ）を付随する。
【０１６２】
　ＰＬＥＤの１つの例は、以下の積層体、すなわち、
－５０ｎｍの厚みを有する、ポリ（スチレンスルホン酸塩）でドープされたポリ（２，４
－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）の層、
－５０ｎｍの厚みを有するフェニルポリ（ｐ－フェニレンビニレン）Ｐｈ－ＰＰＶの層か
らなる。上面電極は、Ｃａの層であってもよい。
【０１６３】
　本発明は、限定されない例及び図面を用いることによってさらに詳細にここに記載され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】第１の実施形態における本発明に係る底面電極を含む均一な（バック）ライティ
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ングの有機発光素子の概略的な断面図である。
【図２】この底面電極をさらに詳細に示す部分図である。
【図３】この電極を製造してエッチングするためのプロセスを示す図である。
【図４】いくつかの領域に配設されて第２の実施形態における本発明に係る底面電極を含
む均一な（バック）ライティングの有機発光素子の概略的な断面図を示している。
【図５】第２の実施形態において使用されるものと同様の電極を電気的に接続するための
略図を示す概略的な上面図を示している。
【図６】第２の実施形態において使用されるものと同様の電極を電気的に接続するための
略図を示す概略的な上面図を示している。
【図７】異なる照明について使用される有機発光素子の概略的な横断面図を示している。
【発明を実施するための形態】
【０１６５】
　明確化のために、（角度を含む）示される物体の様々な要素が必ずしも縮尺どおりに描
かれていないことが指摘されるべきである。
【０１６６】
　図１は、意図的に極めて概略的である。それは、第１及び第２の主面１１、１２を含む
２．１ｍｍの厚みの透明又は特別に透明なソーダ－石灰－シリカガラス１からなる平坦な
基板を備える有機発光素子１０（底面発光素子、すなわち、基板を介して発光する）を横
断面において示している。第１の主面１１は、
－１０ｎｍから８０ｎｍの厚みを有する窒化シリコンから形成され且つ第１の主面１１の
略全てを被覆する、第１の主面１１上に直接蒸着されてウェットエッチング停止層として
も機能するベース層２と、
－多層コーティング（図２を参照）を含み、ベース層２上に直接蒸着されて透明であるよ
うに選択された、エッチングされた底面電極３と、
－構造体からなるＳＭ－ＯＬＥＤである有機発光システム４と、
－特に銀又はアルミニウムを主成分とする特に金属からなる、反射する上面電極５とを備
え、
　前記底面電極３の多層コーティングは、
－ドープされた若しくは非ドープのＺｎＯｘ、ＳｎｘＺｎｙＯｚ、ＩＴＯ、又は、ＩＺＯ
から選択される密着層３１と、
－密着層３１上に直接あり、銀、好ましくは純銀から形成された機能層３２と、
－好ましくは中性プラズマを有する金属ターゲットによって得られた金属層、又は、Ｔｉ
、Ｎｉ、Ｃｒ等の１つ以上の金属の窒化物及び／又は酸化物から形成され、好ましくは中
性プラズマを有するセラミックターゲットによって得られた層である、機能層３２真上に
ある薄いブロッキング層３２’と、
・密着層と水及び／又は酸素障壁層とが同一の性質からなり、ＺｎＯｘ、ＳｎｘＺｎｙＯ

ｚ、ＩＴＯ、若しくは、ＩＺＯから選択される保護層３３、及び、
・好ましくは、ＺｎＯ：Ａｌが５ｎｍから２０ｎｍの厚みを有し、銀が５ｎｍから１５ｎ
ｍの厚みを有し、ＴｉＯｘ、Ｔｉ、若しくは、ＮｉＣｒが０．５ｎｍから２ｎｍの厚みを
有し、ＺｎＯ：Ａｌが５ｎｍから２０ｎｍの厚みを有し、及び、ＩＴＯが５ｎｍから２０
ｎｍの厚みを有する、多層コーティングＺｎＯ：Ａｌ／Ａｇ／Ｔｉ、ＴｉＯｘ、又は、Ｎ
ｉＣｒ／ＺｎＯ：Ａｌ／ＩＴＯである仕事関数調整被覆層３４
　から形成されたフィルムとを含むタイプであり、
－前記有機発光システム４の構造体は、例えば
・α－ＮＰＤ層、
・ＴＣＴＡ＋Ｉｒ（ｐｐｙ）３層、
・ＢＰｈｅｎ層、及び
・ＬｉＦ層である。
【０１６７】
　層２から層５までの結合は、大気温度でのマグネトロンスパッタリングによって蒸着さ
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れた。
【０１６８】
　底面電極３は、以下の特性を有する。
－５Ω／□以下のシート抵抗。
－（構造化の前に全部の層上で測定された）７０％以上の光透過率ＴＬと、２０％以下の
光反射率ＲＬ。
－原子間力顕微鏡検査による１平方ミクロンの領域にわたる光干渉法による３ｎｍ以下の
ＲＭＳ粗さ（またはＲｑ）。
【０１６９】
　Ｓｉ３Ｎ４（２５ｎｍ）／ＺｎＯ：Ａｌ（１０ｎｍ）／Ａｇ（１２ｎｍ）／Ｔｉ（１ｎ
ｍ）／ＺｎＯ：Ａｌ（２０ｎｍ）、ＩＴＯ（２０ｎｍ）について、８３％のＴＬ、安定し
たシート抵抗、及び、１．３ｎｍのＲＭＳ粗さが得られる。Ｔｉ層は、希ガス（Ｈｅ、Ｎ
ｅ、Ｘｅ、Ａｒ、又は、Ｋｒ）からなる不活性雰囲気内で（すなわち、酸素又は窒素が意
図的に導入されないで）スパッタリングによって蒸着される。
【０１７０】
　各層についての蒸着条件は、好ましくは以下の通りである：
・Ｓｉ３Ｎ４を主成分とする層は、アルゴン／窒素雰囲気内で０．８Ｐａの圧力でアルミ
ニウムドープされたシリコンターゲットを使用した反応性スパッタリングによって蒸着さ
れる。
・銀を主成分とする層は、純粋なアルゴン雰囲気内で０．８Ｐａの圧力で銀ターゲットを
使用して蒸着される。
・Ｔｉ層は、純粋なアルゴン雰囲気内で０．８Ｐａの圧力でチタンターゲットを使用して
蒸着される。
・ＺｎＯを主成分とする層は、０．３Ｐａの圧力でアルゴン／酸素雰囲気内でアルミニウ
ムドープされた亜鉛ターゲットを使用した反応性スパッタリングによって蒸着される。
・ＩＴＯを主成分とする層は、アルゴン／酸素雰囲気内でセラミックターゲットを使用し
て蒸着される。
【０１７１】
　上記多層コーティングＳｉ３Ｎ４（２５ｎｍ）／ＺｎＯ：Ａｌ（１０ｎｍ）／Ａｇ（１
２ｎｍ）／Ｔｉ（１ｎｍ）／ＺｎＯ：Ａｌ（２０ｎｍ）／ＩＴＯ（２０ｎｍ）をそれぞれ
支持する一連の３つの試料に関して、４．３５Ω／□、４．３７Ω／□、及び、４．４４
Ω／□のシート抵抗がそれぞれ得られる。すなわち、最大偏差が０．１１であり、平均シ
ート抵抗が４．３９Ω／□である。
【０１７２】
　薄いブロッキング層なしでこの多層コーティングをそれぞれ支持する一連の３つの比較
の試料に関して、４．４Ω／□、４．７５Ω／□、及び、４．７１Ω／□のシート抵抗が
それぞれ得られる。すなわち、最大偏差が３倍よりも大きい０．３５であり、平均シート
抵抗が４．６２Ω／□である。
【０１７３】
　この有機構造体に関して、本発明の電極は、ｌｍ／ＷでのＯＬＥＤの効率が、ＩＴＯ電
極と比較して、５００ｃｄ／ｍ２を上回る輝度について少なくとも５％から１０％まで改
善されるのを可能とする。
【０１７４】
　変形例として、第１の電極は、薄い下側ブロッキング層、特に、好ましくは不活性プラ
ズマを有する金属ターゲットを使用して得られる金属層、又は、好ましくは不活性プラズ
マを有するセラミックターゲットを使用して得られるＴｉ、Ｎｉ、及び、Ｃｒ等の１つ以
上の金属の窒化物及び／又は酸化物から形成された層を含んでもよい。
【０１７５】
　変形例としてまた、第１の電極は、半透明電極であってもよい。Ｓｉ３Ｎ４（２０ｎｍ
）／ＺｎＯ：Ａｌ（２０ｎｍ）／Ａｇ（３０ｎｍ）／ＴｉＯｘ（１ｎｍ）、又は、ＮｉＣ
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ｒ（１ｎｍ）／ＺｎＯ：Ａｌ（４０ｎｍ）／ＩＴＯ（２０ｎｍ）に関して、約１５％のＴ

Ｌ、約８０％のＲＬ、及び、０．９Ω／□のシート抵抗が得られる。
【０１７６】
　第１の電極はまた、反射電極であってもよい。
【０１７７】
　底面電極３は、ガラス１の片面に沿って延在している。したがって、被覆層３４の境界
は、好ましくは０．５μｍから１０μｍ、例えば、５μｍの厚みを有し且つＭｏ、Ａｌ、
Ｃｒ、Ｎｄ、又は、ＭｏＣｒ、ＡｌＮｄ等の合金、又は、ＭｏＣｒ／Ａｌ／ＭｏＣｒ等の
多層の金属のうちの１つから形成された層の形態である第１の金属電流供給ストリップ６
１を載置している。
【０１７８】
　底面電極３は、変形例として、ベース層を含み、１以上の整数であるｎ回反復された構
造体を有してもよく、この構造体は、密着層／機能層／薄いブロッキング層／任意に水及
び／又は酸素障壁層である。
【０１７９】
　この構造体は、密着層／機能層／任意に水及び／又は酸素障壁層／上記被覆層を含む連
続物を載置している。
【０１８０】
　例えば、白色光を作り出すために、赤色、緑色、及び、青色で発光する有機構造体の積
層体の場合には、全ての要素３、４、５を３回反復することもまた可能であり、あるいは
、追加の底面電極について、Ａｌ／ＩＴＯ、又は、Ａｇ／任意に薄い同様のブロッキング
層／ＩＴＯ、又は、Ａｇ／任意に薄い同様のブロッキング層／ＺｎＯ／ＩＴＯを含む多層
を単に使用することも可能である。
【０１８１】
　上面電極は、ガラス１から対向する面に沿って延在している。この上面電極５の境界は
、任意に、好ましくは第１の金属ストリップと同様の第２の金属電流供給ストリップを載
置している。この第２のストリップは、上面電極が５０ｎｍ以下の厚みを有する場合に好
ましい。
【０１８２】
　第２の電極は、実際には、変形例として、透明又は半透明電極であってもよく、例えば
、第１の電極と同一であってもよい。この場合には任意に、例えば、１５０ｎｍの厚みの
金属層である反射体が第２の面１２に追加される。
【０１８３】
　ＥＶＡシートは、好ましくはガラス１と同じ特性を有する他のガラス板にガラス１を積
層するために使用され得る。任意に、ＥＶＡシートに向けられるガラスの面１２には、後
述する所定の機能性の多層コーティングが設けられる。
【０１８４】
　底面電極３は、例えば、線である構造領域３１０によって分離される２つの部分に形成
されている。
【０１８５】
　ウェットエッチングは、底面電極３を素子１０の上面電極から電気的に分離するために
使用される。
【０１８６】
　同一のエッチングパターンで且つ１つの作業で底面電極の全体（密着層、機能層、ブロ
ッキング層、保護層、及び、被覆層）をエッチングするために、耐酸性粘着テープを使用
して、又は、変形例としてフォトリソグラフィーマスクを使用して予め部分的にマスクさ
れた層は、以下の酸溶液のうちの１つに露出される：
－ＨＣｌ（例えば、４０％濃度）、
－又は、ＨＣｌ（例えば、４％濃度）、
－又は、ＨＣｌ（例えば、４％濃度）／ＨＮＯ３（例えば、７％濃度）混合物、
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－又は、ＨＣｌ／ＦｅＣｌ３混合物、
－又は、１０％から１８％の濃度を有するＨＮＯ３。
【０１８７】
　塩酸を用いたエッチングは、非常に均一なエッチング輪郭をもたらす。硝酸／塩酸混合
物もまた、有益な結果を与える。ＨＣｌ／ＦｅＣｌ３混合物は、従来はＩＴＯの場合に使
用される。
【０１８８】
　エッチング輪郭、エッチング時間、及び、解像度は、２つの酸の混合物を使用して且つ
濃度を変化させることによって適応させられ得る。
【０１８９】
　したがって、用途に応じて変動する幅及び間隔を有するエッチングすることが可能であ
る。
【０１９０】
　（携帯電話機、ディスプレイ、携帯端末機、ＭＰ３プレーヤー等の電子機器のディスプ
レイ用の）小さいパッシブマトリックスＯＬＥＤスクリーンに関して、各エッチングされ
た領域の幅は、一般に、１０μｍから２０μｍとすることができ、各エッチングされた領
域は、（各電極領域の幅に対応して）１０μｍから５０μｍ、例えば、３５μｍの間隔が
あいている。
【０１９１】
　例えば、広告又は表示ディスプレイ用の大きいパッシブマトリクスのＯＬＥＤスクリー
ンの場合には、各エッチングされた領域の幅は、約０．５ｍｍとすることができ、各電極
領域の幅は、数ｍｍ、数ｃｍ以上等とすることができる。
【０１９２】
　均一な照明のために、各エッチングされた領域の幅は、スクリーンの大きさにかかわら
ず、１００μｍ以下、より好ましくは５０μｍ以下とすることができる。
【０１９３】
　図３は、この電極を製造してエッチングするためのプロセスを示している。
【０１９４】
　（単層であろうと多層であろうと）ベース層２、電極３、及び、金属電流供給層６が蒸
着された後、この層６は、例えば、水酸化ナトリウム等の電極をエッチングしない溶液を
用いてエッチングされ（ステップＥ１）、その後、底面電極３は、上述したように単一ス
テップでエッチングされ（ステップＥ２）、例えば、Ａｌから形成された、ＯＬＥＤシス
テム４及び上面電極５の蒸着が後に続く（ステップＥ３）。
【０１９５】
　図４は、いくつかの領域に配設されて第２の実施形態における本発明に係る底面電極を
含む均一な（バック）ライティングの有機発光素子１０’の概略的な横断面図を示してい
る。
【０１９６】
　この第２の素子１０’は、後述する要素によって第１の素子１０とは異なる。
【０１９７】
　素子１０’は、２つの隣接する有機発光システム４ａ、４ｂを備え、それぞれは、好ま
しくは、白色光を発光し、又は、変形例として、赤色光、緑色光、及び、青色光の一連の
３つを発光する。システム４ａ、４ｂは、直列に接続されている。底面電極は、主に、そ
れぞれ片側（図においては左側）に延在する約１０ｃｍの側辺を有する２つの矩形又は正
方形３ａ、３ｂに分割されている。これらの電極領域は、エッチング領域３１０によって
分離されている。第２の電極領域３ｂは、「残りの」底面電極領域（図においては右側）
からエッチング領域３２０によって分離されている。第１の底面電極部分３ａは、部分的
に、バスバー６１を形成する第１の金属ストリップで被覆されている。
【０１９８】
　上面電極もまた分割されている。第１の上面電極部分５ａは、右側の方に延在しており
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、第２の底面電極部分３ｂの左端部を被覆している。第２の上面電極部分５ｂは、右側の
方に延在しており、残りの底面電極部分の左端部を被覆し、バスバー６２を形成する第２
の金属ストリップによって被覆されている。
【０１９９】
　エッチング領域３１０、３２０は、例えば、肉眼では殆ど見えないように２０μｍから
５０μｍの幅のストリップである。
【０２００】
　図５及び図６は、第２の実施形態において使用されるものと同様の電極２０、２０’を
電気的に接続するための２つの案を示す概略的な上面図を示している。
【０２０１】
　図５において、３つの有機発光システム４ａから４ｃが直列に接続されている。エッチ
ング領域３１０、３２０は、肉眼では殆ど見えないように２０μｍから５０μｍの幅のス
トリップである。
【０２０２】
　底面電極は、それぞれ片側（図においては左側）に延在する幅がそれぞれ約１０ｃｍの
３つの矩形に分割される。それらは、エッチング領域３１０、３２０によって分離されて
いる。上面電極５ａから５ｃもまた３つに分割されている。第１の底面電極部分は、バス
バー６１を形成する第１の金属ストリップによって部分的に被覆されている。
【０２０３】
　第１の２つの上面電極部分５ａ、５ｂは、右側の方に延在しており、隣接する底面電極
部分の左端部を被覆している。第３の上面電極部分５ｃは、右側の方に延在しており、残
りの底面電極部分の左端部を被覆し、バスバー６２を形成する第２の金属ストリップによ
って部分的に被覆されている。
【０２０４】
　図６において、６つの有機発光システム４ａから４ｃ、４’ａから４’ｃが直列に接続
されている（３つの上側のものと３つの下側のもの）。エッチング領域３１０から３３０
は、横向き３１０、３２０及び縦向き３３０であり、肉眼では殆ど見えないように２０μ
ｍから５０μｍの幅のストリップである。
【０２０５】
　底面電極は、それぞれ片側（図においては左側）に延在する約１０ｃｍの側辺を有する
６つの正方形に分割されている。底面電極部分は、エッチング領域３１０から３３０’に
よって分離されている。バスバーを形成する第１のストリップは、図の左側における２つ
のストリップ６１’、６２’を用いて電流コレクタを形成するように切断されている。
【０２０６】
　上面電極５ａから５ｃ、５’ａから５’ｃもまた６つに分割されている。（図の左上に
おける）第１の２つの上側の上面電極部分５ａ、５ｂは、右側の方に延在しており、隣接
する底面電極の第３の部分の左端部を被覆している。
【０２０７】
　第３の上側の上面電極部分５ｃは、右側の方に延在しており、残りの底面電極部分の左
端部を被覆し、（図における右側の）第３の下側電極部分との電気的相互接続６１０を形
成する金属ストリップによって被覆されている。
【０２０８】
　第１の２つの下側の上面電極部分５’ａ、５’ｂ（図における左下）は、右側の方に延
在しており、隣接する底面電極の第３の下側部分の左端部を被覆している。
【０２０９】
　図７は、異なる照明のために使用される有機発光素子１０の概略的な横断面図を示して
いる。
【０２１０】
　この素子１０は、まず、平坦な透明基板、好ましくは、２．５ｍ－１以下の可視におけ
る吸収係数を有する例えば、４ｍｍ又は６ｍｍの厚みを有する厚いガラスから形成された
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好ましくはガラスシート１を備える。０．７ｍ－１未満の可視における吸収係数を有する
特別に透明なソーダ－石灰－ガラスを選択するのが好ましい。このガラスシート１は、第
１及び第２の平行な主面１２、１１及び端面１３を有する。素子は、（ここでは図示しな
い）カバーによってその下部において閉塞されている。
【０２１１】
　ＯＬＥＤタイプの発光素子１０は、第１の主面１１上に配置された２５ｎｍのＳｉ３Ｎ

４ベース層上にあるＺｎＯ：Ａｌ（２０ｎｍ）／Ａｇ（１２ｎｍ）／Ｔｉ（１ｎｍ）／Ｚ
ｎＯ：Ａｌ（２０ｎｍ）／ＩＴＯ（２０ｎｍ）のタイプからなる底面電極上に配置された
ＯＬＥＤシステム４を含む。ガラス板１の両側に第１の直接光領域７１、７２が画定され
ている。
【０２１２】
　基板１に対してＯＬＥＤシステム４から対向する面上において、第１の直接光領域７１
は、第１の主面１２の中央部を被覆している。ＯＬＥＤシステム４と同一面上の第２の直
接光領域７２は、第２の主面１１の全体にわたって延在している。
【０２１３】
　素子１０の特性は、（太矢印Ｆ１及び細矢印Ｆ２によって象徴的に示されるように）第
１の直接光領域７１の輝度Ｌ１が、好ましくは、第２の直接光領域７２の輝度Ｌ２よりも
大きいように適応させられる。
【０２１４】
　Ｌ２よりも大きいＬ１を有するために、素子１０は、したがって、底面電極を介して主
に発光している。視覚的快適性のために、例えば、Ｌ１は約１０００ｃｄ／ｍ２に等しく
、且つ、Ｌ２は約５００ｃｄ／ｍ２に等しいように選択される。
【０２１５】
　素子１０はまた、全内部反射によってガラス１の厚みにおいて案内される放射源である
。案内された放射は、例えば、無機バインダ内に分散された無機散乱粒子を主成分とする
拡散層７を用いて第１の面１１の端部から抽出される。したがって、周囲の発光フレーム
を形成する第３の光領域７３が画定される。変形例として、拡散層７は、横方向帯のみ又
は周囲の縦方向帯のみを形成する。
【０２１６】
　案内された放射の抽出を促進するために、端面１３を形成する端部のそれぞれは、光源
１０に付随する第２の主面１１と８０°を超える外角をなし、例えば、金属銀又は銅層で
あるミラー１４を含む。
【０２１７】
　素子１０は、照明窓、照明ドア、温室壁、又は、ガラスルーフ、あるいは、車両サイド
ウィンドウ又は照明ルーフとして、建造物用を対象とすることができる。第２の面１２は
、内面（最も照明する面）である。
【０２１８】
　素子１０が照明された場合に、直接光領域７１、７２は、夜間又は暗い環境において部
屋又は車室の内部の人のプライバシーを保護することができる。これを行うために、必要
とされる全てのものは、グレージングユニットによって伝達される光束について、部屋を
介して反射して戻るものと少なくとも等しいことである。
【０２１９】
　素子１０は、二重グレージングユニットを形成することができ、ガラス１と任意のより
薄い追加のガラス板との間における内部のガス充填空間に好ましくは配置されている。
【０２２０】
　このように設計される素子１０はまた、照明透明棚、照明冷蔵庫棚、２つの部屋の間の
照明透明間仕切り、又は、水槽壁として機能することができる。したがって、素子１０の
特性は、第１の直接光領域７１の輝度Ｌ１が第２の直接光領域７２の輝度Ｌ２と略等しい
ように適応させられ得る。
【０２２１】
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　光領域７１、７２は均一である。変形例として、素子１０はまた、不連続であり、及び
／又は、デザイン、ロゴ、若しくは、表示を形成する、少なくとも１つの直接光領域を有
することができる。
【０２２２】
　追加機能
　既に述べたように、支持基板１の第２の面（有機発光システムから対向する面上）を機
能的にすることは賢明であり得る。
【０２２３】
　したがって、例えば、環境の攻撃にかかわらず、基板ができる限りきれいなままである
のを可能とすることにある、すなわち、表面の性質及び外観を長時間維持するのを目的と
して、特に、基板の表面にこれを組み立てるのにともない徐々に、汚れ、特に指紋や大気
内の揮発性有機物等の有機物由来の汚れ又は汗や汚染塵埃タイプの汚れでさえもその除去
を継続的に行うことによって特にクリーニング作業がさらに間隔をあけることを可能とす
る等、特定の性質をそれらに与えることを意図して、薄い層が表面上に蒸着される。
【０２２４】
　ここで、適切な波長の放射の影響のもとで、有機物の酸化を引き起こすラジカル反応を
始めるのを可能とする金属酸化物を主成分とする所定の半導体材料があることは知られて
いる。すなわち、これらの材料は、「光触媒」又は「光反応性」材料と一般に称される。
【０２２５】
　グレージング機能を有する基板の分野において、顕著な「汚れ防止」効果を有し且つ工
業規模で製造され得る光触媒フィルムを基板上に使用することは知られている。これらの
光触媒フィルムは、一般に、アナターゼ又はアナターゼ／ルチールの形態で基本的に結晶
化されている、特に数（３若しくは４）ｎｍから１００ｎｍ、好ましくは約５０ｎｍの大
きさを有する粒子の形態で上記フィルム内に組み込まれた結晶酸化チタンを少なくとも部
分的に含む。
【０２２６】
　これは、酸化チタンが、可視又は紫外線範囲の光の作用のもとで、それらの表面に蒸着
された有機物を劣化させる半導体のうちの１つであるためである。
【０２２７】
　したがって、第１の典型的な実施形態によれば、光触媒性質を有するフィルムは、Ｔｉ
Ｏ２ナノ粒子及びメソ多孔性シリカ（ＳｉＯ２）バインダを主成分とする溶液から生じる
。
【０２２８】
　第２の典型的な実施形態によれば、光触媒性質を有するフィルムは、ＴｉＯ２ナノ粒子
及び非構造シリカ（ＳｉＯ２）バインダを主成分とする溶液から生じる。
【０２２９】
　さらにまた、酸化チタン粒子に関する光触媒フィルムの実施形態にかかわらず、これが
光触媒性質に関して非結晶質酸化チタンよりもなおさら有効であることが示されたことか
ら、これらは、少なくとも部分的に結晶酸化チタンを主成分とするように選択された。好
ましくは、酸化物は、アナターゼ形態、ルチール形態、又は、アナターゼ／ルチール混合
物の形態で結晶化されている。
【０２３０】
　それが含む結晶酸化チタンが、０．５ｎｍから１００ｎｍ、好ましくは３ｎｍから６０
ｎｍの平均大きさを有する「結晶子」、すなわち、単結晶の形態であるように、フィルム
は製造される。この範囲の寸法の理由は、おそらくこの大きさの結晶子が大きな活性表面
積を生み出すことから、酸化チタンが最適な光触媒効果を有するように見えることである
。
【０２３１】
　光触媒性質を有するフィルムはまた、酸化チタンは別として、例えば、酸化シリコン（
若しくは酸化物の混合物）、酸化チタン、酸化スズ、酸化ジルコニウム、又は、酸化アル
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ミニウム等、特に非結晶質又は部分的に結晶質の酸化物の形態で、少なくとも１つの他の
タイプの無機材料を含んでもよい。この無機材料はまた、非結晶質又は部分的に結晶質の
酸化チタンを有する場合には、結晶体ＴｉＯ２のものと比較して小さいものの、それ自体
が所定の光触媒効果を有することにより、結晶酸化チタンの光触媒効果を共有することが
できる。
【０２３２】
　ニオブ、タンタル、鉄、ビスマス、コバルト、ニッケル、銅、ルテニウム、セリウム、
モリブデンの金属元素のうちの少なくとも１つをそれに挿入することによって酸化チタン
結晶格子にドープすることにより、電荷担体の個数を増やすこともまた可能である。
【０２３３】
　このドープはまた、酸化チタン又はフィルム全体のちょうど表面にドープすることによ
って実施され得、表面ドープは、金属酸化物又は金属塩の層を有するフィルムの少なくと
も一部を被覆することによって実施され、金属は、鉄、銅、ルテニウム、セリウム、モリ
ブデン、バナジウム、及び、ビスマスから選択される。
【０２３４】
　最後に、光触媒効果は、薄い白金、ロジウム、又は、銀層の形態の貴金属を用いて、酸
化チタン、又は、それを組み込むフィルムの少なくとも一部を被覆することにより、光触
媒反応の収率及び／又は速さを増やすことによって高められ得る。
【０２３５】
　光触媒性質を有するフィルムはまた、特にバインダが無機バインダである場合には、顕
著な親水性の及び／又は親油性の外面を有する。これは、２つの重要でないわけがない効
果をもたらす。すなわち、親水性は、フィルム上に蒸着され得る水によって完全な濡れを
可能とし、したがって、クリーニングをより容易とする。
【０２３６】
　親水性とともに、フィルムはまた、水の場合のように、極めて局在した「汚れ」よりも
見えない連続層の形態でフィルム上に堆積される傾向がある有機汚物の「濡れ」を可能と
する親油性を呈することができる。したがって、「有機汚れ防止」効果は、以下の２つの
工程で起こるものとして得られる。すなわち、それがフィルム上に堆積されるとすぐに、
汚れは既にほとんど見えない。そして、徐々に、上記汚れは、光触媒で始められたラジカ
ル分解によって消失する。
【０２３７】
　フィルムの厚みは、数ナノメートルから数ミクロンの間、一般的には５０ｎｍから１０
μｍの間で変動することができる。
【０２３８】
　実際に、厚みの選択は、様々なパラメータ、特に基板の想定された用途、あるいは、フ
ィルムにおけるＴｉＯ２結晶子の大きさによって決めることができる。フィルムはまた、
比較的滑らかな表面を有するように選択されてもよい。これは、より大きい活性光触媒領
域を生み出すことができる場合には、低い表面粗さが有利であるためである。しかしなが
ら、あまりに顕著な粗さは、汚れの蓄積及び堆積を促進することによって有害であり得る
。
【０２３９】
　他の変形例によれば、基板の他の面に与えられる機能性は、反射防止フィルムによって
形成され得る。
【０２４０】
　以下に与えられるものは、幾何学的厚みの好ましい範囲及び４つの多層反射防止コーテ
ィング層のインデックスである。このコーティングはＡと称される：
－ｎ１及び／又はｎ３は、２．００から２．３０、特に２．１５から２．２５、好ましく
は２．２０に近い。
－ｎ２及び／又はｎ４は、１．３５から１．６５である。
－ｅ１は、５ｎｍから５０ｎｍ、特に１０ｎｍから３０ｎｍ、又は、１５ｎｍから２５ｎ
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ｍである。
－ｅ２は、５ｎｍから５０ｎｍ、特に３５ｎｍ又は３０ｎｍ以下、特に１０ｎｍから３５
ｎｍである。
－ｅ３は、４０ｎｍから１８０ｎｍ、好ましくは４５ｎｍから１５０ｎｍである。
－ｅ４は、４５ｎｍから１１０ｎｍ、好ましくは７０ｎｍから１０５ｎｍである。
【０２４１】
　反射防止多層コーティングＡ、すなわち、高いインデックスを有するものの第１及び／
又は第３の層を形成するための最も適切な材料は、混合窒化シリコン－ジルコニウム又は
これらの窒化物の混合物を主成分としている。変形例として、これらの高いインデックス
の層は、混合窒化シリコン－タンタル又はこれらの窒化物の混合物を主成分としている。
これらの材料の全ては、それらの化学的及び／又は機械的及び／又は電気的抵抗特性を改
善するために、任意にドープされてもよい。
【０２４２】
　多層コーティングＡ、すなわち、低いインデックスを有するものの第２及び／又は第４
の層を形成するための最も適切な材料は、酸化シリコン、酸窒化シリコン、及び／又は、
酸炭化シリコンを主成分としており、あるいは、混合酸化シリコン－アルミニウムを主成
分としている。そのような混合酸化物は、純粋なＳｉＯ２よりも良好な耐久性、特に化学
的耐久性を有する傾向がある（この例は、欧州特許第７９１，５６２号明細書において与
えられる）。２つの酸化物のそれぞれの割合は、層の屈折率を過度に高めることなく予想
される耐久性を改善するために調整され得る。
【０２４３】
　この反射防止多層コーティングの好ましい実施形態は、基板／Ｓｉ３Ｎ４／ＳｉＯ２／
Ｓｉ３Ｎ４／ＳｉＯ２の形態である。
【０２４４】
　本発明が例に記載されたもの以外の発光システムを使用したシステムに対して同様に適
用可能であることはいうまでもない。
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